Budowa bramek logicznych



Technologia DTL
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Technologia DTL
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Technologia TTL
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Technologia TTL

Bramka z otwartym kolektorem

Suma logiczna ,,na drucie”
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Technologia TTL

Dwuwejsciowa bramka NOR

=0 *+Uec

Lk 1.6 kR H]l. kQ 130 Q




Technologia TTL

Bramka trojstanowa
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Technologia MOS

a)
) = Rezystor unipolarny
Symbole tranzystorow MOS
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Realizacja funkcji logicznych i
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Technologia MOS

Bramki komplementarne MOS Realizacja funkcji logicznych NAND i NOR
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Porownanie roznych technologii wykonania bramek logicznych

Tablica
Poréwnanie podstawowych parametréw wybranych technik scalonych
Czas pro- |Czestotliwos¢ Pobpr . V\./spf)lczy'n.- Podatnosc
Technologia pagacji t, |maksymalna RIGEY Jedae) | ik jakosc: integracji
4 bramki P A = Pr, 1SI
ns kHz mW pJ

TTL 10 35 10 100 bardzo mata
Schottky’ego
TTL 3 120 20 60 bardzo mata
Schottky’ego
TTL malej 10 35 2 20 srednia
mocy
i 3 50200 5 0,001 2 doskonata
ECL 1 500 50 50 mata
PMOS 100 3 0,5 50 doskonata
NMOS 50 10 0,4 20 doskonata
CMOS 60 10 0,0001 5 bardzo duza
CMOS/SOS 3 100 0,0001 1 doskonata




